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Изложены результаты некоторых возможностей использования математического моделирования /1/ для оценки потерь энергии широким электронным пучком в многослойных планарных полупроводниковых структурах с близкими кристаллохимическими параметрами слоёв. Потери энергии первичными электронами в кристалле описаны в виде суммы потерь энергии электронами, испытавшими малоугловое рассеяние и поглощёнными мишенью и потерь энергии обратно рассеянными электронами, испытавшими в мишени рассеяние на большие углы и вышедшими из мишени /2/. Модельные расчёты выполнены для параметров мишеней, характерных для многослойных структур полупроводниковой микро- и наноэлектроники. 
Исследования проведены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 19-03-00271), а также РФФИ и правительства Калужской области (проект № 18-41-400001).

ЛИТЕРАТУРА

1. Серегина Е.В., Калманович В.В., Степович М.А. // Итоги науки и техники. Сер. Современ. математика и ее приложения. Тематич. обзоры. Т. 172. М.: ВИНИТИ РАН, 2019. С. 108-116.
2. Михеев Н.Н., Петров В.И., Степович М.А. // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1991. Т. 55, № 8. С. 1474-1482.

